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WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej
Wydziatu Inzynierii Materialowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
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Wydziat Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej prowadzi badania
w szerokim zakresie tematyki materiatowej zwigzanej zarowno z jej
projektowaniem, wytwarzaniem charakteryzacja, jak réwniez symula-
cja zjawisk oraz proceséw. W tematyce badawczej znajdujg sie m.in.

Metody syntezy materiatéw i wytwarzania spiekdw metodami
metalurgii proszkowej,

Wytwarzanie powtok metodami natryskowymi, warstw
stopowanych samosmarujgcych metodami laserowymi

Technologie borowania dyfuzyjnego, laserowego i hybrydowego

Technologie modyfikacji powierzchniowej - Elektrochemiczne
osadzanie z roztworu - HA, Ag, Hydrotermalne osadzanie

z roztworu — HA, Utlenianie anodowe powierzchni, Obrébka
cieplno-chemiczna

Symulacje komputerowe: struktur elektronowych powierzchni
tradycyjnych i topologicznych materiatow pétprzewodnikowych
metodami DFT, wtasciwosci mechanicznych i tribologicznych
materiatow w skali nanometrowej oraz pojedynczych molekut
metodami mechaniki i dynamiki molekularnej, wtasciwosci
mechanicznych metamateriatow

* Nanomateriaty weglowe, stopy oraz kompozyty funkcjonalne
z nanostrukturg, biomateriaty, materiaty wodorochtonne,
multiferroiki, materiaty wysokoetropowe, warstwy samosmarujgce,
cienkowarstwowe struktury diamentowe CVD, cienkowarstwowe
struktury organiczne/diody OLED, materiaty biologiczne/
biomateriaty do zastosowan w medycynie, nanostruktury srebra/
wzmochniona powierzchniowo spektroskopia Ramana SERS,
krysztaty — borany/ortokrzemiany/ o strukturze perowskitu
oraz luminescencyjne/konwertery promieniowania UV-VIS-NIR

* Uktady molekularne dla potencjalnych zastosowan
w fotomedycynie (wtasciwosci stanow singletowych/trypletowych,



mechanizmy odziatywania z uktadami biologicznymi, wtasciwosci
fotouczulajace), fotowoltaice (wtasciwosci donorowo-akceptorowe
materiatow organicznych), uktady biomolekularne (wtasciwosci
karotenoidow i ich zwigzkéw z flawonoidami w celu okreslania
efektow synergicznych)

* Projektowanie i wytwarzanie metamateriatow
elektromagnetycznych dla zakresu mikrofalowego, terahercowego
(daleka podczerwien) i optycznego ($rednia i bliska podczerwien
oraz zakres widzialny) oraz badanie ich wtasciwosci absorpcyjnych

Wysoce specjalistyczne i unikalne metody badawcze dostepne
w zasobach Wydziatu, pozostajg réwniez istotnym wsparciem dla
wielu badan interdysyplinarnych prowadzonych w kraju oraz poza
granicami obejmujac takie metody jak:

» Spektroskopii nieelastycznego tunelowania elektronéw IETS,
Skaningowej mikroskopii i spektroskopii prébnikowej (STM/S
i AFM/DSS) oraz (AES,LEED), Czujnikéw pola magnetycznego
(Halla, EMR), Nanoadhez;ji i tarcie w skali nanometrowej

» Skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM), badan
strukturalnych (XRD), badar mechanicznych i zuzyciowych,
badan odpornosci korozyjnej, badan zwilzalno$¢ powierzchni

» Badan uporzgdkowania i oddziatywan molekularnych
w materiatach o wtasciwosciach ciektokrystalicznych
z wykorzystaniem metod spektroskopii optycznej (absorpcja,
emisja Swiatta spolaryzowanego, rozpraszanie Ramana)
i spektroskopii dielektrycznej

e Badan agregacji i oddziatywan molekularnych w dwuwymiarowych
warstwach na granicy faz woda-powietrze (warstwy Langmuira
i Langmuira Blodgett) oraz warstwach otrzymywanych technikg
wylewania strefowego tworzonych przez termotropowe
ciekte krysztaty i barwniki organiczne, a takze mieszalnosci
ciektokrystalicznych uktadéw dwusktadnikowych w warstwach



e Badan swobodnych atoméw metoda spektroskopii laserowej
w strumieniu atomowym, precyzyjne pomiary poziomow
elektronowych atoméw z wykorzystaniem metody podwaojnego
rezonansu optyczno - mikrofalowego w strumieniu atomowym,
Spektroskopia klasyczna i spektroskopia laserowa atoméw
i jonow w katodzie wnekowej, Inzynieria stanow kwantowych
w putapkach jonowych, zastosowanie lasera potprzewodnikowego
do pompowania pierscieniowego lasera barwnikowego,
wytwarzanie i badanie wirow optycznych, kwantowe kodowanie
informacji w modach swiatta laserowego.

Z tego miejsca pragne serdecznie zaprosi¢ do wspoétpracy oraz wyko-
rzystania szerokich mozliwosci naszego potencjatu, prezentujac wy-
brane pozycje naszej oferty aparaturowo-badawczej

dr hab. Mirostaw Szybowicz, prof. PP

Dziekan Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej
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Dyfraktometr rentgenowski

Elektronowy mikroskop skaningowy Tescan Mira 3

Prasa do spiekania na gorgco

Potencjostat/galwanostat Solartron

Piec do obrobki cieplnej w atmosferach ochronnych oraz do obrébki cieplno-chemicznej
LT15/750/13

Réznicowy kalorymetr skaningowy TA Instruments

Stanowisko do natryskiwania cieplnego powtok metoda tukowg

Zrobotyzowany system spawalniczy - oSmioosiowy

Stanowisko do modelowania proceséw natryskiwania cieplnego

Kontakt
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Skaningowy DANE TECHNICZNE:

. wzbudzenie - lasery: argonowy 458, 488, 514 nm, He-Ne 543 nm,
mikroskop

He-Ne 633 nm
obserwacja w zakresie 400-800 nm, mozliwos¢ wyprowadzenia
ko nfo kal ny sygnatu na zewnatrz i podtgczenia, za pomocg swiattowodu,
. spektrometru (np. BlackComet firmy StellarNet lub QE65000
ZeISS LS M 71 O firmy OceanOptics); lampa do fluorescencji HXP 120,
mikroskop wyposazony w lampy halogenowe do obserwacji
w Swietle przechodzgcym i odbitym
zautomatyzowany stolik - zakres ruchu 130x85 mm,
maksymalne obcigzenie stolika 9 kg, doktadnosc¢
pozycjonowania w 0si Z- 10 nm
obiektywy do obserwacji w jasnym i ciemnym polu i kontrascie
Nomarskiego C-DIC (w Swietle spolaryzowanym kotowo):
- EC Epiplan-Neofluar 5x/0.13 HD DIC, dystans roboczy 14,5 mm
- EC Epiplan-Neofluar 10x/0.25 HD DIC, dystans roboczy 9,0 mm
- EC Epiplan-Neofluar 20x/0.50 HD DIC, dystans roboczy 2,2 mm
- EC Epiplan-Neofluar 50x/0.80 HD DIC, dystans roboczy 0,6 mm
- EC Epiplan-Neofluar 100x/0.90 HD DIC, dystans roboczy 0,28 mm
- EC Plan-Neofluar 40x/1.30 Oil DIC, dystans roboczy 0,21 mm
mikroskop wyposazony w interferometr do pomiaru grubosci

ZASTOSOWANIE:

pomiar topografii powierzchni, obrazowanie powierzchni
pomiar fluorescenciji, mapa fluorescencji

SLOWA KLUCZOWE

mikroskop konfokalny
pomiary grubosci
obrazowanie 2D i 3D
fluorescencja
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SEESEEEEEE DANE TECHNICZNE: Stanowisko

...........

-----------

LoLlniiuil Spektrofotometr Cary 4000 firmy Varian

Tt + pomiar absorpcji i transmisji Swiatta, dwa zrédta swiatta bad awcze

----------- - lampa deuterowa dla zakresu UV i lampa halogenowa

celaiii dla Vis; zakres widmowy 200 do 900 nm, zakres Spektros kOp"

----------- absorbancji od 0,001 do 10; dodatkowe wyposazenie

aparatury: przystawka temperaturowa, kula Ulbrichta abSOrpCYJ ne]

LLLLiiill do pomiaru rozproszen swiatta

LoiLniiuil Spektrometr QE65000 firmy Ocean Optics
LLLLLLLill + pomiar absorpcji i transmisji Swiatta 200-950 nm

LLLLiLiLil Spektrometr Black-Conect BLK-CXR-SR
Ll +  zrodto swiatta lampa deuterowa i halogenowa

"""""" + pomiar absorpcji i transmisji Swiatta,

----------- zakres widmowy 215-1100 nm

...........
...........

Spektrometr FT/IR
rejestracja widm w zakresie sredniej i bliskiej
podczerwieni, zakres liczby falowej 15000-350 cm™’
pojedyncza wigzka
komora pomiarowa (200x260x185 m?)

ZASTOSOWANIE:

pomiar przepuszczalnosci, rozproszenia

i pochtaniania swiatta w zakresie ultrafioletu,
widzialnym i podczerwieni cieczy, ciat statych

charakteryzacja i analiza zwigzkéw silnie

SLOWA KLUCZOWE

rozpraszajgcych swiatto jak proszki, metale,

zwigzki amorficzne (szkta), zele, uktady organiczne absorbancija

(bakteria, algi, tkanki), smary, biatka reflektancja
transmitancja
wspotczynnik
absorbancji



WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ
I FIZYKI TECHNICZNEJ

Stanowisko
do pomiaru
emisji Swiatfa

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Fizyki

DANE TECHNICZNE:

zrodto swiatta - lampa ksenonowa,

zakres widmowy 200 do 900 nm

zakres spektralny wzbudzenia: 280-670 nm
sposob wzbudzenia: diody LED

dostepne dwie dtugosci fali 405 i 633 nm
detekcja: technika stroboskopowa

fotopowielacz o zakresie spektralnym 185-900 nm
zakres pomiaru czasu zycia: 100 ps-3 us

czuto$¢ uktadu: stezenie 4 M'° roztworu fluoresceiny
analiza czasow zycia: 1-4 wyktadniczych,
niewyktfadniczych

SLOWA KLUCZOWE

fluorescencja
luminescencja
czasy zaniku

ZASTOSOWANIE:

pomiar fluorescenciji i fosforescencji
(badania niskotemperaturowe)
pomiar czasu zaniku luminescencji
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Instytut Fizyki

Ukfad do wytwarzania warstw
Langmuira, Langmuira-Blodgett,
Langmuira-Shaefera i pomiaru absorpciji
Swiatta in situ warstw Langmuira

DANE TECHNICZNE:

dodatkowa gtowica do pomiaru
potencjatu powierzchniowego
(metodg opartg na uktadzie
drgajgcego kondensatora)

zakres spektralny spektrometru
QE65000 wynosi 200-950 nm

ZASTOSOWANIE:

zestaw do wytwarzania molekularnych
warstw Langmuira (wytworzonych

na powierzchni cieczy) i Langmuira-Blodgett, LLllliil
Langmuira-Shaefera (przeniesionych LLLliii
na powierzchnie ciata statego) LLLiin
uktad do rejestracji widm absorpciji
molekularnych warstw Langmuira zbudowany

w oparciu o spektrometr QE65000
firmy Ocean Optics i lampe DH2000 BAL
firmy Mikropack na swiatto

w zakresie UV i VIS (do wigzki oswietlajgcej
oraz zbierania sygnatu z monowarstw . SLOWA KLUCZOWE

wykorzystuje sie swiattowody)
warstwy molekularne

absorpcja in situ



WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ
I FIZYKI TECHNICZNEJ

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Fizyki

Symulator oswietlenia stonecznego
do pomiaru wiasciwosci fotoelektrycznych
ogniw fotowoltaicznych Sun 3000

ZASTOSOWANIE:

+ Uktad do testowania ogniw
PV-1V obejmujgcy symulator
oswietlenia stonecznego,
stacje testowg, komoérke
kalibracyjng, oprogramo-
wanie oraz elektronike do
pomiaru niskich i wysokich
pradow zgodng ze stan-
dardami IEC, ASTM, JIS

SLOWA KLUCZOWE

symulator oswietlenia
stonecznego
ogniwa fotowoltaiczne

DANE TECHNICZNE:

lampa Xe Arc 550 W

- filtry masowe (AM 0.2, AM 1.5G, AM 1D, AM 1.5D, AM 2D)

obszar oswietlany 55x55 mm klasa AAA
obszar oswietlany 100x100 mm klasa ACA
pomiar pradu do 1A z rozdzielczoscig 10pA
v 1 FFE

bezposredni pomiar V_, | mpp? Impp? FF Eig

sc?

......................
......................
......................
......................
......................
......................
......................
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ZASTOSOWANIE:

Aparat dwuwigzkowy
umozliwiajacy:
- skanowanie widm absorpcji

w Swietle naturalnym
i spolaryzowanym

* pomiar w okreslonym

przedziale czasu dla
jednej dtugosci fali

+ analize réznicowa

lub badanie stosunku
absorbancji dla kilku
dtugosci fali

* 0znaczenie stezenia na

podstawie wysokosci piku

- skanowanie widm absorpcji

prébek proszkowych

SLOWA KLUCZOWE

widma absorpciji
kinetyka reakcji
fotochemicznych
temperaturowe widma
absorpcji

widma absorpcji prébek
proszkowych
spolaryzowane widma
absorpciji

Instytut Fizyki

Spektrofotometr
PerkinElmer
LAMBDA 20

! ! ' P
I '

DANE TECHNICZNE:

zakres dtugosci fal: 190-1100 nm

zakres fotometryczny: transmisja 0%100%; absorbancja = 6,000
szczelina: 2 nm

szybkos¢ skanowania: 7,5; 15; 30; 60; 120; 240; 480; 960; 1920;
2880 nm/min

Dodatkowe wyposazenie spektrofotometru stanowig firmowe przystawki:
temperaturowa PTP-1 dla zakresu temperatur 273-373 K
sfera catkujgca pozwalajgca na pomiar probek silnie rozpraszajgcych
Swiatto



WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ
I FIZYKI TECHNICZNEJ

Spektrofluorymetr
PerkinElmer LS 55

.....................................
.....................................
-------------------------------------
.....................................
.....................................
-------------------------------------
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

ZASTOSOWANIE:

Aparat umozliwiajgcy pomiary:

+ fluorescenciji

- fosforescenciji

+ chemi- i bioluminescen-
cji w Swietle naturalnym
i spolaryzowanym

Lampa impulsowa umozliwia
pomiar preparatow tatwo
ulegajgcych fotodegradacji

SLOWA KLUCZOWE

widma fluorescencji
widma fosforescencji
widma chemi-

i bioluminescencji

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Fizyki

DANE TECHNICZNE:

+ zakres dtugosci fal: wzbudzenie 200-800 nm;

obserwacja emisji 200-900 nm z fotopowielaczem R928

+ szczelina wigzki wzbudzajacej: 2,5-15,0 nm

+ szczelina wigzki detekcyjnej: 2,5-20,0 nm

+ szybkos$¢ skanowania: 10-1500 nm/min

+ zrodto swiatta: impulsowa lampa ksenonowa

— moc pulsu 20 kW, czas trwania 8 ys

Dodatkowe wyposazenie spektrofluorymetru stanowig
firmowe przystawki:
+ temperaturowe:

PTP-1-FL dla zakresu temperatur 273-373 K
PCB-150 dla zakresu 293-333 K (*0,1 K)
dla niskiej temperatury ok. 77 K

+ do pomiaru probek proszkowych i polimerowych
- optyka swiattowodowa umozliwiajgca badanie

prébek poza komorg pomiarowg aparatu




R Instytut Fizyld

SRR Mikroskop UHV STM/AFM + LEED

-----------
-----------
...........

SEEEE spektrometr elektronow Augera

DANE TECHNICZNE.: SPM UHV:
* Rozdzielczos$¢
+ Rozmiar prébki max. 4x10 lateralna < 1 nm
mm, badanie materiatow + Duze ograniczenia badanych
przewodzacych materiatow z uwagi na

* Préznia bazowa na

poziomie 1-10'° mbar

+ Charakteryzacja

w warunkach temperatury
pokojowej

* Mozliwos¢ obrobki

termicznej w zakresie
temperatur do 1200 °C

kontaminacje komory

AES i LEED UHV:

- Efektywna powierzch-
nia pomiaru ~ym

+ Pomiar struktury atomowej
powierzchni w zakresie
energii do 250 eV (LEED)

+ Jakosciowe informacje
o sktadzie chemicznym,
energia do 3 KeV (AES)

ZASTOSOWANIE:

Uktad pomiarowy wyposazony w szerokie mozliwosci preparacyjne
(jak: zrédta parowania wigzek atomowych i molekularnych,
preparatyke termiczng, dziato jonowe i elektronowe) pozwala

SLOWA KLUCZOWE

na syntetyzowanie innowacyjnych nanouktadéw o duzych mozliwo-

Sciach aplikacyjnych. Otrzymane nanostruktury na zrekonstruowa-

nych podtozach przewodzgcych obrazowane sg z rozdzielczoscig wytwarzanie,

. . funkcjonalizacja
atomowag z wykorzystaniem ultra wysokoprézniowego (z ang.

Ultra High Vacuum - UHV) skaningowego mikroskopu tunelowego | charakteryzacja
(z ang. Scannig Tunnelling Microscopy — SPM) UHV STM. Globalna

charakteryzacja chemiczna i strukturalna realizowana jest przez

czystych powierzchni
potprzewodnikowych

spektrometr elektronéw Augera (ang. Auger Electron Spectroscopy oraz metalicznych

— AES) sprzezony z dyfraktometrem niskoenergetycznych elektro-

now (ang. Low Energy Electron Diffraction — LEED)
11
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I FIZYKI TECHNICZNEJ

Mikroskop ZASTOSOWANIE:

S” ato m Owy C h obrazowanie topografii badanych materiatéw oraz parametrow
Nanosurf
EasyScan

2 AF M powierzchni (modut sprezystosci, twardos¢), dzigki technice

fizycznych i chemicznych warstwy powierzchniowej
lokalizowanie i charakterystyka poszczegolnych faz

w materiatach kompozytowych, przy wielkosci ziaren rzedu
pojedynczych nanometrow i wigkszych

oznaczanie ilosciowe lokalnych parametrow mechanicznych

nanoindentacji pokrewnej do mikroskopii AFM

badanie cienkich warstw, pokry¢ oraz bardzo matych ziaren materiatu
dzieki niewielkim rozmiarom wykonywanych indentacji, (mozliwos¢
pomiaru przy zagtebieniu prébnika w probke ponizej 100 nm)

Prowadzone badania obejmuja migdzy innymi:
badania wptywu promieniowania UV na wtasciwosci
mechaniczne i strukturg polimeréw i kompozytow polimerowych
(PMMA, PPS, PS, PAA, PP, PLA, PET, PVC)
badania nanomechaniczne materiatéw typu molecularly
imprinted polymer films
badania nanokompozytow na bazie pochodnych celulozy
zawierajacych krzemionke
badania fotoindukowanych zmian w azobenzenie metodami
nanoindentacji

+ badania wypetnien swiattoutwardzalnych

DANE TECHNICZNE:

- maksymalny obszar skanowania - 11x11 um?
+ maksymalny zakres w kierunku osi Z - 2 um

SLOWA KLUCZOWE * rozdzielczos¢ w kierunku Z - 0,027 nm

. + rozdzielczos¢ w ptaszczyznie XY - 0,15 nm
+ mikroskop sit
atomowych (AFM) Tryby pomiarowe:
* topografia powierzchni - statyczny: pomiar w modzie statej sity, statej wysokosci,
w trybie przewodzgcym oraz spektroskopii sit
- dynamiczny: pomiar w modzie przerywanego kontaktu z obrazowaniem

12 kontrastu fazowego, sit magnetycznych oraz modulaciji sit



DANE TECHNICZNE:

System mikroramanowski

inVia jest uktadem pomiarowym

0 wysokiej czutosci i umozliwia

pomiary:

+ przy wykorzystaniu trzech
dtugosci fali linii laserowych:
488, 514,51 785 nm

* W zakresie pomiarowym
100-10000 cm-!

* niskoczestotliwosciowe
od 10 cm™ - po
zastosowaniu filtru NExT

*+ zrozdzielczoscig
spektralng 2 cm™

* W zakresie temperatur
77-875 K

+ spolaryzowanych
widm Ramana

+ konfokalnego profilowania
gftebokosciowego
z rozdzielczoscig 2 ym

+ topografii powierzchni
materiatow z rozdzielczoscia
przestrzenng 1 ym

+ z mozliwoscig akumulacji
widm w przypadku
bardzo stabych sygnatow
(znikomo matej ilosci
badanej substancji)

Materiaty (probki)
przeznaczone do badan
nie wymagaja specjalnej
preparatyki

+ mikroskopia ramanowska

+ mapowanie ramanowskie

- pomiary temperaturowe

Instytut Badan Materiatowych i Inzynierii Kwantowej

Mikroskop ramanowski InVia
firmy Renishaw

SLOWA KLUCZOWE

~

renistaw:

powierzchni materiatow

ZASTOSOWANIE:

badanie materiatow krystalicznych, cienkowarstwowych,
potprzewodnikowych, biologicznych, farmaceutycznych,
polimerowych oraz hetero- i nanostruktur, metodg nieinwazyjna,
pozwalajgca m.in. na:

spektroskopowg charakteryzacje materiatow

identyfikacje mieszanin, zanieczyszczen i defektow
okreslanie sktadu chemicznego i poziomu naprezen struktur
cienkowarstwowych

badania ramanowskich map powierzchni i profili konfokalnych
materiatow

Na zlecenie wykonywano badania nastepujgcych materiatéw:

zwigzkéw polimerowych stosowanych do wytwarzania folii
ochronnych wyswietlaczy LCD

zwigzkow chemicznych stosowanych w farmaceutyce i stomatologii
stopow metali stosowanych do wytwarzania zbiornikow
sciekowych
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Dyfraktometr
rentgenowski

DANE TECHNICZNE:

Parametry goniometru:
* promien goniometru — 240 mm

+ niezalezne sterowanie katow ©i © 2
zakres katowy 2 © — minus 40 do plus 220

Parametry generatora wysokiego napiegcia:
+ maksymalne napigcie — 60 kV
+ maksymalny prad lampy — 60 mA

Parametry lamp rentgenowskich
+ lampa ceramiczna o ognisku LFF,

anoda Cu - 0,4 x 12 mm, z filtrem Ni

ZASTOSOWANIE:

- Dyfraktometr rentgenowski EMPYREAN wraz z bazg danych
PDF-4 oraz oprogramowaniem HighScorePlus pracyjacy
w konfiguracji odbiciowej lub transmisyjnej z detektorem

paskowy typu Xcelerator, umozliwiajgcy badania dyfrakcyjne

SLOWA KLUCZOWE materiatow litych i proszkowych obejmujace analize jakoscio-

XRD wa, ilosciowg (metoda Rietvelda), pomiar wielkosci krystalitow

] (DCS), naprezen struktury (metoda Willamsona-Halla) oraz
analiza rentgenowska

. parametrow sieci jak rowniez dyfrakcje nisko katowg SAXS.
analiza fazowa

.....................................
.....................................
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Instytut Inzynierii Materialowej

DANE TECHNICZNE: Elektronowy

+ Zdolnos¢ rozdzielcza:
- 3,5 nm (obraz SE w trybie wysokiej prozni mikroskop skaningowy
przy (SE): 1.2 nm (przy 30 kV)
- Rozdzielczosc¢ przy pomocy uktadu detekcji wewnatrz-soczew-
kowej SE: 1 nm (przy 30 kV)
- 4,0 nm (obraz BE w trybie niskiej prézni)
+ Powigkszenie: 20 - 500 000 x
+ Napigcie przyspieszajgce: 200 V do 30 kV

Tescan Mira 3

z mozliwoscig ptynnej regulacji
+ Optyka elektronowa mikroskopu wyposazona w trzy soczewki
elektronowe pozwalajgce na ptynne przetgczanie sig
miedzy trybami pracy umozliwiajagcymi:
- obserwacje ze zwiekszong gfebig ostrosci
- obserwacje z powigkszonym polem widzenia
- pochylanie wigzki elektronowej (osi skanowania) o zadany
(regulowany) kat w celu uzyskiwania obrazéw stereoskopowych
wykorzystywanych do rekonstrukcji 3D obserwowanych powierzchni
- Stolik prébek: eucentryczny, przesuw Srubami
mikrometrycznymi, zakres przesuwow:
- X=40mm,Y =24 mm, Z = 27 mm
- obrét ciggty 360°
- pochylanie od 90° do +90°
+ Uktad prézniowy: pompy rotacyjne i pompa turbomolekularna
- Cisnienie w komorze probek:
- 5x1072 Pa w trybie wysokiej prozni
- 5-50 Pa w trybie niskiej prozni

ZASTOSOWANIE:
+ Elektronowy mikroskop skaningowy z emisjg polowg MIRA3

Tescan z analizatorem EDS Oxford Instruments Ultimax60 SLOWA KLUCZOWE

- obserwacja mikrostruktury przy duzych powigkszeniach, :

fraktografia przetomow, ocena stanu powierzchni materiatow, + elektronowy mikroskop

doktadne pomiary na obrazach SEM np. bardzo malych od- skaningowy

ciskow wgtebnika Vickersa, pomiar grubosci cienkich warstw - mikroanaliza rentgenowska
powierzchniowych, pomiar ziaren, wydzielen, mikroporowato- + sktad chemiczny

$ci, ocena morfologii wydzielen, badania sktadu chemiczne- + mikrostruktura

go, mikroanaliza jakosciowa, ilosciowa, liniowy rozktad steze- +  przetomy 15

nia pierwiastkdw, mapki rozktadu stezenia pierwiastkow
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Prasa DANE TECHNICZNE:
do Splekanla + system grzania i prasowania jednoosiowego

wysokotemperaturowego do temperatury maksymainej 2000°C
- atmosfera prasowania: préznia (do 10 Torr)
na gorqco .
lub gaz obojetny

L + nacisk max. 25 ton
w uktadzie pionowym

z integralnym
modutem indukcyjnym
oraz impulsowo-
-plazmowym

* kontrola cisnienia: manualna z pompa hydrauliczng
- strefa gorgca komory prasowania: srednica 75 mm,
wysokos¢ 100 mm,
+ sensorowy programator parametrow procesu
- zasilacz wysokonapigciowy:
- (Un = 10kV, C = 300uF, In = 60KA,
Pimp = ok. 15kJ, Pn = ok. 11kVA)

ZASTOSOWANIE:
+ Urzadzenie technologiczne umozliwiajgce wytwarzanie spie-

kow z wykorzystaniem zaawansowanych opcji sterowania
parametrami procesu grzania indukcyjnego lub impulsowo-
-plazmowego z mozliwoscig jednoczesnego zagegczania jed-
noosiowego przy kontrolowanej atmosferze procesu (proznia
lub nadcisnienie gazu roboczego).

SLOWA KLUCZOWE

spiekanie impulsowo
plazmowe

spiekanie indukcyjne
prasowanie na gorgco




T Potencjostat/galwanostat
Solartron
DANE TECHNICZNE:

........... + zakres pomiarowy statego potencjatu: 14,5V

-----------

el (<8.2V: 0.2% = 200uV, >3.2V: 0.2% *2 mV)

-----------

el + zakres pomiarowy natezenia pradu: = 2A
D (max. rozdzielczos¢: 100 pA)
* uktad pomiarowy: 2-, 3- lub 4-elektrodowy

-----------

§ ZASTOSOWANIE:
- __:: - Przyspieszone badania ko-

rozyjne w oparciu o krzywe
polaryzaciji, umozliwia badania
kinetyki i mechanizmow korozji
elektrochemicznej materiatéw
metalicznych, ze szczegolnym

uwzglednieniem badan:
- korozji ogolnej i wzerowej
- procesow pasywacji
- anodowego roztwarzania

SLOWA KLUCZOWE

ogniwa
baterie
pojemnos¢ wytadowania
korozja

17



WY D Z | A L IN‘ z Y N’ I E R II M AT E R I A L n w E J Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Inzynierii Materialowej
I FIZYKI TECHNICZNEJ

Piec do obrobki cieplnej
w atmosferach ochronnych
oraz do obroébki cieplno-chemicznej LT15/750/13

DANE TECHNICZNE:

- trzy niezalezne strefy grzejne

- temperatura nominalna 1300°C

* Srednica retorty: 30 mm

* maksymalna dtugosc¢ obrabia-
nych elementéw: 200 mm

ZASTOSOWANIE:
-+ obrébka cieplna w atmosferach ochronnych

+ obrébka cieplno-chemiczna w atmosferach gazowych: borowanie,
naweglanie, azotowanie

SLOWA KLUCZOWE

obrébka cieplna
borowanie
naweglanie
azotowanie

..............................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

..............................................

..............................................
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Instytut Inzynierii Materiatlowej

Rd&znicowy kalorymetr skaningowy
TA Instruments

DANE TECHNICZNE:

+ aparat pracujacy w trybie ,strumienia ciepta”

+ zakres temperatury pracy: od temperatury otoczenia
do temperatury do 725°C

« czutos¢ 1 uwW

- doktadnos¢ kalorymetryczna: +/-0,1%

ZASTOSOWANIE:
+ Urzadzenie umozliwia wyznaczenie temperatury zeszklenia,
topnienia, krystalizacji, kinetyke utwardzania polimerow.

SLOWA KLUCZOWE

réznicowy kalorymetr
skaningowy
przemiany fazowe

........................................................
--------------------------------------------------------
........................................................
........................................................
........................................................ M
........................................................ : 19
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WYDZIAL INZYNIERII MATERIALOWEJ

I FIZYKI TECHNICZNEJ

Stanowisko

do natryskiwania ciepinego
powiok metoda tukowg

DANE TECHNICZNE

+ tukowy system natryskowy
AWS 400 FST moze pracowaé
z pradami o natezeniu do 400
amperow i daje mozliwos¢
wykorzystania materiatow
powtokowych w postaci
drutéw o $rednicy 1,6
milimetra Wyposazony jest
w system dyszy o uktadzie
zamknietym oraz moze
pracowaé w trybie manualnym
i w trybie automatycznym
Z uniwersalnym pistoletem
maszynowym wspétpracujgcym
z robotem KUKA KR 30.

SLOWA KLUCZOWE

natryskiwanie powtok
powtoki

zmiana wiasciwosci warstw
wierzchnich

natryskiwanie cieplne

napawanie

Informacje o wybranej aparaturze naukowo-badawczej Wydziatu Inzynierii Materiatowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznanskiej
Instytut Inzynierii Materialowej

ZASTOSOWANIE

+ tukowy system natryskowy wykorzystywany jest
do wytwarzania powtok z materiatéw rézno-imiennych
w stosunku do materiatu rodzimego, przy braku ingerenciji
cieplnej w mikrostrukture tego materiatu. Stad wszystkie
materiaty rodzime charakteryzujg sie catkowitym brakiem
strefy wptywu ciepta i sg atrakcyjng alternatywg
dla napawania. Wtasciwos$ci wytworzonych powtok uzyskuje
sie poprzez sterowanie parametrami procesu w kierunku
zmiany porowatosci, grubosci, chropowatosci, kohezji
i adhezji tych powtok. Mozliwe jest wytwarzanie powtok
skrajnie roznigcych sie parametrami uzytkowymi w stosunku
do materiatu rodzimego - np. twardos¢ powtoki moze
wynosi¢ 1500 HV, przy twardosci podtoza na poziomie
ponizej 200 HV. Pomimo wystepowania gradientowych
zmian wtasciwosci powtok, ich przyczepnos¢ do podtoza
pozostaje wtasciwa na catej powierzchni zabezpieczanego
detalu. Powtoki mogg by¢ deponowane na podtozach
metalowych i niemetalowych, podobnie jak materiaty
powtokowe wytwarzane sg z metali, ceramik i wystepuja
w postaci kompozytéw o modelowanych procesowo
wtasciwosciach. System natryskowy moze wspotpracowaé
z robotem przemystowym, przez co wykazuje catkowitg
powtarzalnos¢ i odtwarzalnosé procesowa.



Instytut Inzynierii Materialowej

DANE TECHNICZNE Zrobotyzowany
system spawalniczy
- oSmioosiowy

+ Zrobotyzowanych system spawalniczy
Panasonic daje mozliwo$¢ opracowania
metod spajania wykorzystujgcych
technike GMA. Mozliwosci doboru materiatow
dodatkowych w postaci drutéw litych
oraz proszkowych o srednicach 1,0i 1,2
milimetra, decyduje o uniwersalnos$ci systemu
spawalniczego i mozliwosci opracowywania
technologii spajania w nieograniczonych
wariantach materiatowych. Mozliwe jest
spawanie z wykorzystaniem pradow
do 300 A, a zasieg ramienia wynosi 1400 mm.

ZASTOSOWANIE

- Zrobotyzowanych system spawalniczym jest
wykorzystywany do opracowywania nowych t
echnologii spajania z wykorzystaniem bardzo
szerokiego zakresu wartosci parametréw procesowych,
gdzie opracowane metody spajania w warunkach

laboratoryjnych moga zosta¢ przeniesione

do warunkow przemysfowych i wykonywac spajanie
w aspekcie wielkoseryjnych produkciji. Uniwersalnosc
stanowiska daje mozliwos¢ opracowywania metod
spawania jak i napawania. Mozliwe jest wykorzystanie
materiatow dodatkowych w postaci drutow

w wariancie roznoimiennym - szczegolnie SLOWA KLUCZOWE
w przypadku napawania. Szeroki zakres mozliwosci

spawanie zrobotyzowane

doboru parametrow procesowych daje duzg kontrole napawanie zrobotyzowane

w aspekcie regulacji geometrii wytworzonych sciegow. . . .
opracowanie technologii spawania

technologia napawania
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Stanowisko do modelowania procesow
natryskiwania cieplnego

DANE TECHNICZNE

- Stanowisko modelowe
wyposazone jest w Robot
KUKA KR 16 wspoétpracujgcy
z platformg oprogramowania
Robo DK. W tej konfiguraciji
mozliwe jest modelowanie
zarowno ksztattu i wymiaréw
detali jak i procesu
natryskiwania cieplnego.

ZASTOSOWANIE

- Stanowisko daje mozliwos¢ przeprowadzenia symulacji procesu, wyeliminowania wszystkich
osobliwosci oraz ograniczen wynikajgcych z ksztattu i wymiarow detali przeznaczonych
do zabezpieczenia powtokowego. Jednoczesnie istnieje mozliwos$é przeniesienia gotowego
programu natryskiwania do srodowiska roboczego systemu natryskowego, wyposazonego
w system natryskowy AWS 400 FST i robot KUKA KR 30, i wykonania rzeczywistej powtoki.

SLOWA KLUCZOWE

modelowanie procesoéw
spawalniczych
symulacje procesow
spawalniczych

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
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KO ntakt 4 Sk.an.ingowy n'1ik.roskop konfokalny Zeiss LSM 710
dr inz. Andrzej Biadasz

+48 61 665 3182
andrzej.biadasz@put.poznan.pl

5 Stanowisko badawcze spektroskopii absorpcyjnej

......... dr inz. Andrzej Biadasz

SEEEEEES +48 61 665 3182
andrzej.biadasz@put.poznan.pl

6 Stanowisko do pomiaru emisji Swiatta
mgr inz. Bartosz Bursa

EEEEEEEE +48 61 665 3182
bartosz.bursa@put.poznan.pl

Ll 7 Uktad do wytwarzania warstw Langmuira, Langmuira-Blodgett,

Langmuira-Shaefera i pomiaru absorpciji Swiatfa in situ warstw
SEEEEEES Langmuira

dr inz. Andrzej Biadasz

+48 61 665 3182

andrzej.biadasz@put.poznan.pl

Ll 8 Symulator oswietlenia stonecznego do pomiaru wtasciwosci

fotoelektrycznych ogniw fotowoltaicznych Sun 3000
mgr inz. Bartosz Bursa

+48 61 665 3182

bartosz.bursa@put.poznan.pl

Ll 9 Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 20

dr inz. Matgorzata Niedbalska
SEREEEEE +48 61 665 3171
malgorzata.niedbalska@put.poznan.pl

---------
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Spektrofluorymetr PerkinElmer LS 55
dr inz. Matgorzata Niedbalska

+48 61 665 3171
malgorzata.niedbalska@put.poznan.pl

Mikroskop UHV STM/AFM + LEED,
spektrometr elektronow Augera

dr inz. Wojciech Koczorowski

+48 61 665 1261
wojciech.koczorowski@put.poznan.pl

Mikroskop sit atomowych Nanosurf EasyScan 2 AFM
dr Maciej Kaminski

+48 61 665 3184

maciej.kaminski@put.poznan.pl

Mikroskop ramanowski InVia firmy Renishaw
dr hab. Tomasz Runka

+48 61 665 3170
tomasz.runka@put.poznan.pl

Dyfraktometr rentgenowski

dr inz. Maciej Tulinski

+48 61 665 3628
maciej.tulinski@put.poznan.pl

Elektronowy mikroskop
skaningowy firmy Tescan Vega 5135
dr inz. Adam Piasecki

+48 61 665 3666
adam.piasecki@put.poznan.pl



16 Prasa do spiekania na goraco
w uktadzie pionowym
mgr inz. Andrzej Miklaszewski,
+48 61 665 3665
EEEEEEES andrzej.miklaszewski@put.poznan.pl

17 Potencjostat/galwanostat Solartron

......... dr inz. Grzegorz Adamek

el +48 61 665 3665

D grzegorz.adamek@put.poznan.pl
18 Piec do obrobki cieplnej w atmosferach ochronnych
oraz do obrébki cieplno-chemicznej LT15/750/13

......... dr hab. inz. Michat Kulka, prof. nadzw

SRS +48 61 665 3573

cae L michal.kulka@put.poznan.pl

19 Roznicowy kalorymetr skaningowy
TA Instruments

mgr Mateusz Balcerzak

+48 61 665 3779
mateusz.balcerzak@put.poznan.pl
20 Stanowisko do natryskiwania cieplnego powtok
SEESEEES metodg fukowa

dr inz. Artur Wypych

+48 61 665 3565, +48 61 665 3598
artur.wypych@put.poznan.pl

el 21 Zrobotyzowany system spawalniczy
- oSmioosiowy

dr inz. Artur Wypych

EEEEREEE +48 61 665 3565, +48 61 665 3598
artur.wypych@put.poznan.pl

---------
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Stanowisko do modelowania procesow
natryskiwania cieplnego

dr inz. Artur Wypych

+48 61 665 3565, +48 61 665 3598
artur.wypych@put.poznan.pl
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